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※研究概要（Summary ）： 

産業機器の発展により、位置決めセンサには

更なる小型化が求められている。本研究では、

Si 基板上に GaN 系 LED 構造をエピタキシャ

ル成長させたウエハを用いて、発光素子と受光

素子を同一基板上に集積化することを目指す。 

 
※実験（Experimental）： 

中電流イオン注入装置を用いて、n-Si 基板上にリン

イオンをドープし、格子状 Si フォトダイオード

(Si-PD)を受光素子として製作した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 二重レジストリフトオフ法を用いて、GaN LED 上

に Ni/Au 電極を格子状にパターニングすることによ

り、格子状 LED を発光素子として製作した。発光試

験時の光学顕微鏡写真を図 1 に示す。製作したサンプ

ルは、電気的・光学的に良い特性を示し、エンコーダ

用光源として使用できることを確認した。 

イオン注入後のサンプルの光学顕微鏡写真を図2に

示す。綺麗な格子状の Si-PD が製作されていることが

分かる。 

 
図 1. 格子状 LED 発光試験 

 
図 2. 格子状 Si-PD 

 
※その他・特記事項（Others）： 

今後、製作条件の最適化や原点出し機能の同一基板上

集積化等を目指す。 
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